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OEM:Valvo Transistor AFY16

GERMANIUM - PNP - HF - TRANSISTOR

in Mesatechnik

filr Vor-, Misch- und Oszillatoerstufen bis BG60 MHz

Mechanische Daten:

Gehiuse: Metall, JEDEC TO-18, 18 A 4 nach DIN 41

Die Abschirmung & ist
mit dem Metallgehiiuse
verbunden,

MaBangaben in mm,

B76

Datasheet
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Kurzdaten:
Kollektor=Sperrapannung =Uprg g = max, a0 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UUE g = max, 25 ¥V
Kollektorstrom -Ip = MAX., 8 mA
Gesamtverlustleistung bei 35 = 45 oc Pyot - mAX, 60 mW
Sperrachichttemperatur 81 = max, 80 "¢
Transit-Frequenz
bei -Upp = 12 v, “Ip = 1,5 mA fq = 550 MHz
Rilekwirkungskapazitht
bei 'UEE =12V, =Ip = 1,5 mA, I = 450 kHz Cioa = 0,25 pF
=l 12 ¥
Leiatungsveratirkung ) CE ¥ ‘ 10,2 dB
bei _IC = 1,5 mA P <
Rauschzahl F = 8 dBb
f =« BOO MHz
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OEM:Valvo Transistor AFY16 Datasheet
Absolute Grenzwerie:
Hollektor-Sperrspannung bei Ip = O: “Upp g = =ax. 30V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: ‘UEE g = max, 25 ¥
Emitter-Sperrspannung bei Il: = 0: 'UEE g = mhx. 0,5 V
Kollektorstrom: _IE = WX, 8 mA
Basisstrom: —lB = MAXs mA
Emitterstrom; 1p = mMAX. 8 mA
Gesamtverlustleistung bei 3y < as o, Piot = max, 60 oW 1}
Sperrschichttemperatur: By = max. 90 °C
Lagerungstemperatur; g = min. =30 °C
g = max. 16 °C

Wrmewiderstinde:

WHErmewiderstand zwischen Speéerrschicht und Umgebung : Rth U S 0,75 grdfﬁ“
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Ry, o S 0,40 grd/mW

I} siehe aueh Grenzkurve PTnt max = T {AU}
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AFY 16

Kennwerte ; {EJ = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Kol lektor-Reststrom

bei -Uyg = 20 V, Ip = 0: “Igp o = 0,7 (5 3) wA %)
bei Uey = 20V, Iy = 0, 8; = 60 °C: “Iegg = T(% 30) pA
Kollektor-Emitter=Restsirom
bei ~Uop = 26 ¥, Iy = 0: -Ig g & 500
Emitter-Restatrom
bei ~Ugg = 0,5 V, Ip = 0: “lgg o = 4 (5 100)
Bazisstrom und Basisspannung
bei Upp = 12 Vy =Ip = 1,5 mA; -Ig = 25 (£ 150) pA )
= . = 380 (320...430) mv *)
bei Uep = 6V, —Iﬁ = 2 mA: -1y = 3 pd
U = 380 (320...430) =V
bei Upy = 6V, =Ip = 5 mA; -Ig = 56 pA
~Upg = 406 (360...450) mV
Grobeignal-Kurzschlub-Stromverstirkung
bei =Upp = 12 V, =I = 1,5 mA: By = 60 (2 10)
bei ~Ugp = 6V, -Ip = 2 mA: By = 65
hei “Upgp = BV, 'IC = 5 mA: By = 20

Leistungsveratirkung

bei ~Upp = 12 V, =Ip = 1,5 mA, £ = 800 MHz: V 11 (210,2) dB 1)*)

P

Leistungsverstirkung rilckwirts

bei Ugg = 12V, =Ig = 1,5 mA, f = 800 MHz: V, .y = -23  aB 1)
Rauschzahl

bei ~Uop = 12V, =Iy = 1,5 mA, f = 800 MHz: F = 7(& 8g) an 1)*)
Transit=-Frequenz

bei Mpp = 12 ¥y ~Ip = 1,5 mA, fy= 100 MHz: Ty = 550 MHz
Rilckwirkungskapazitit

bei =Upp = 12 ¥, =Ip = 1,6 mAy f = 450 kHz: —Coe = 0, 25 pF
Bllckwirkungs—Zeitkonstante

bei —-UCE = 12 ¥V, -I‘E = 1,5 mA, f = 2,5 MHz: rhh"cl}'c = 3 ps

Vierpol-Keeffizienten bei Upg = 12V, Ip = 1,6 mA, f = 800 MHz:

£1qp = 7T mS ~Zyap = 0,2 mS Bayp = 11,5 mS Kooy = 0,5 mS
by = 11 m8 ~bya, = 0,36 m3 bogp, = B mS bosy = 7,5 mS
~fqay, = 120 ° Pagp = 35 °
1} in der umseitig angegebenen MeBsachaltung *) AL = 0,65 ¢
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AFY 16

eflachal tung filr ¥V 'J’P riickgnd F:

Leitungskreis
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Ry ist die Parallelachaltung des
transformierten Lastwiderstandes
mit dem Kreiswiderstand, bezogen
auf den Kollektor des Transistors
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AFY 16
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